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【57】申請專利範圍
1.　一種形成半導體結構之方法，其包含：
在一反應室內提供一基板，該基板包含一閘極介電質；及

執行一循環沉積製程之一或多個沉積循環，以在該閘極介電質之一表面上沉積包含氮化

鎵之一偶極層，其中該循環沉積製程包含：

將一鎵前驅物提供至該反應室；及

將一氮反應物提供至該反應室。

2.　如請求項 1之方法，其中該鎵前驅物包含一 β二酮鎵化合物、一烷氧化鎵化合物、一烷
基鎵化合物、一烷基醯胺鎵化合物、一鹵化鎵化合物及一鎵烷化合物中之一或多者。

3.　如請求項 1之方法，其中該鎵前驅物包含參(二甲基醯胺)鎵、乙醯基丙酮鎵（III）、異
丙醇二甲基鎵、單氯化鎵、三氯化鎵、三碘化鎵、三乙基鎵及三甲基鎵中之一或多者。

4.　如請求項 1之方法，其中該氮反應物包含氨、肼、一經取代肼衍生物及一基於氮之電漿
中之一或多者。

5.　如請求項 4之方法，其中該經取代肼衍生物包含第三丁基肼、甲基肼、二甲基肼及二乙
基肼中之一或多者。

6.　如請求項 1之方法，其中該循環沉積製程包含一熱原子層沉積製程或一熱循環化學氣相
沉積製程中之一或多者。

7.　如請求項 1之方法，其中該半導體結構包含一環繞式閘極電晶體。
8.　如請求項 1之方法，其中包含氮化鎵之該偶極層之一平均層厚度介於 5 Å與 15 Å之間。
9.　如請求項 1之方法，其中包含氮化鎵之該偶極層誘發該氮化鎵之每 Å厚度介於 5 mV與

100 mV之間的臨限電壓轉變。
10.   如請求項 1之方法，其進一步包含：

將一含金屬層直接沉積於包含氮化鎵之該偶極層上，其中該含金屬層係利用一含鹵化物

金屬前驅物沉積。
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11.   如請求項 1之方法，其中該閘極介電質之該表面包含一高 k介電表面或一氧化矽表面中
之至少一者。

12.   如請求項 1之方法，其中將包含氮化鎵之該偶極層直接沉積於該閘極介電質之該表面上。
13.   如請求項 1之方法，其進一步包含：

在沉積包含氮化鎵之該偶極層之前，執行一初始循環沉積製程之一或多個沉積循環，以

在該閘極介電質之該表面上沉積包含氧化鎵的一初始偶極層。

14.   如請求項 13之方法，其中將包含氮化鎵之該偶極層直接沉積於包含氧化鎵之該初始偶極
層上。

15.   如請求項 13之方法，其中包含氧化鎵之該初始偶極層之一平均膜厚度介於 5 Å與 15 Å
之間。

16.   一種根據如請求項 1至請求項 15中任一項之方法形成之半導體結構。
17.   一種經組態以執行如請求項 1至請求項 15中任一項之方法之設備。
圖式簡單說明

當結合以下說明性圖式考慮時，通過參考詳細說明及申請專利範圍可獲得本發明之實施

例的更完整的理解。 圖 1A至圖 1B說明根據本發明之例示性實施例的方法；並且 圖 2至圖
3說明根據本發明之實施例的例示性結構。 將理解，圖式中之組件係為了簡單及清楚起見而
說明且不一定按比例繪製。例如，圖式中一些組件的尺寸可能相對於其他組件是放大的，以

幫助改善對本發明所說明之實施例的理解。
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